SCE 536 - SCE 538 - SCE 540

I

Silizium- npn Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
fir allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und

Aufsetztechnik

Bauform 4 SOT23

Widarmewiderstand
Rthja auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Fldche = 160 K/W

auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Flache = 125 K/W

i
1) Messung erfolgt impulsmdaBig, -fp— = 0,01, tp = 0,03 ms

Absolute Grenzwerte . SCE 536 SCE 538 SCE 540
—Uepo 45 ‘ 60 100 V
—Uceo 45 60 80 V
—Ugso | 5 v
i 1 A
—lcm 1.5 A
—lB 0,1 A
Peot Pamb = 25 °C)
auf Cevausit 1,5 mm dick, 2,5 cm? Fldche 0,8 W
auf Keramiksubstrat 0,7 mm dick, 2,5 cm? Flache 1 W
9 150 o
8 gk —65 . . . 150 °C
o1 —65. . . 4150 oC
Kennwerte (9,,, = 25°C)
—UCEsqt  (=—lc= 500 mA, =lg = 50 mA) = 05 \
~Ugg (—Ucg = 2V, —Ic = 500 mA) < 1 v
~—lcgo (—=VYep = 30V) < 100 nA
'h21 E') (-—UCE = 2V, —lc = 5 mA) > 25
hoyE (—Ucg =2V, -lc = 150 mA) Gr. A 40.,.100

Gr.B 63...,160

Gr, C100...250
hoyg') (—Ucg = 2V, =l = 500 mA) > 25
fT (—Ugg =5V, ~lIc = 10mA, f = 20 MHz) > 50 MHz



